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Si基板上 Co/Pt多積層交互薄膜における L10規則化 CoPtの作製 

Formation of L10-Ordered CoPt from Co/Pt Multilayer Thin Films on Si Substrates 
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1   はじめに 
磁気抵抗ランダムアクセスメモリ (MRAM) や超

高密度ハードディスクドライブ (HDD) などのナノ

サイズの磁石を利用するスピントロニクスデバイス

では、高い垂直結晶磁気異方性 (PMA) と大きな保

磁力 (Hc) を持つ強磁性材料が用いられている。Pt 基
二元磁性合金である CoPt や FePt は、熱処理により

A1 不規則相から L10 規則相に構造変態すると、107
erg/cm3台の高い PMA と 10 kOe 以上の大きな Hcを

示す強磁性体となる。

L10 規則化強磁性体を Si 基板上に作製することが

できれば、不揮発性を有するスピントロニクスデバ

イスとシリコンテクノロジーを用いた集積回路の融

合により、スピンと電子回路を組み合わせた新しい

機能を有する電子デバイスの創出が期待できる。そ

こで本研究では、Si 基板上に Co/Pt 多積層交互薄膜

を作製し、アニール処理による相互拡散を利用した

L10 規則化を試み、それらの結晶構造、磁気特性、

表面形態について解析を行った。

2 実験 
 電子線 (EB) 蒸着により、Pt (6.6 nm)/Co (4.8 nm) 
二層薄膜と、{Co (1.2 nm)/Pt (1.6 nm)}4 八層薄膜を Si
基板上に作製した。急速加熱装置  (RTA; MILA-
5000UHV, Advance Riko) を用いてアニール処理を施

し、それらの結晶構造、磁気特性、表面形態を評価

した。結晶構造は、高エネルギー加速器研究機構 
(KEK) フォトンファクトリー (PF) BL-8B において、

すれすれ入射 X 線回折法 (GI-XRD) により評価した。

11.7 keV または 18 keV の X 線を試料に対して水平

に入射させ、試料を 1°-2°揺動させながら測定を行

い、湾曲イメージングプレートを用いて二次元 GI-
XRD 回折像を撮影した。磁気特性は、東京大学物

性研究所における一般共同利用のもと、SQUID 振

動試料型磁力計 (VSM; MPMS3, Quantum Design) を
用いて評価した。表面形態は、走査電子顕微鏡 
(SEM; SU8000, Hitachi High-Tech) により観察した。 

3   結果および考察 
Pt/Co 二層薄膜において、RTA を用いた真空アニ

ール (800 °C, 30 s) により、L10-CoPt を含む傾斜薄膜
が形成され、2.1 kOe の Hcを示すことが明らかとな

図１ (Co/Pt)4 八層薄膜 900℃アニール後サンプルの 
 GI-XRD 回折パターン。 
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った [1]。 
また、(Co/Pt)4 八層薄膜における、真空アニール 

(900 °C, 1 h 30 s) 後の GI-XRD の回折パターンを図
１に示す。CoPt の L10規則化相に対応する 001 ピー
ク、110 ピークに相当する超格子反射 が明瞭に観察
されている[2]。本試料では、薄膜構造が崩れ、CoPt
は球状に凝集していた。本試料の磁気(M-H)特性を
図２に示す。面内保磁力 Hcは 2.7 kOe、面直保磁力
は 1.3 kOe である。これらの結果から、交互積層膜
をアニールすると、球状になり 2.7 kOe の保磁力を
有する L10 規則化相が得られることを明らかとした 
[2]。 
 

 
 
4   まとめ 
本研究により、Si 基板上に作製した Co/Pt 多積層

交互薄膜において、アニール処理による相互拡散に

より、L10規則化 CoPt が作製されたことが確認され

た。 
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